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POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU

Miniaturyzacja przyrzadow potprzewodnikowych jest jednym z najwazniejszych czynnikéw wzrostu
stopnia integracji uktadéw scalonych opisanych prawem Moore’a. Przy skalowaniu wymiaréw tranzystorow
MOSFET (ang. Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor) pojawiaja si¢ nowe niechciane efekty,
takie jak DIBL (ang. Drain Induced Barrier Lowering), nasycenie predkosci nosnikéw, efekty gorgcych
no$nikéw czy jonizacja zderzeniowa. Efekty te powoduja degradacje charakterystyk elektrycznych. We
wspotczesnych uktadach scalonych (US) pobdr mocy najwigkszym problemem ograniczajagcym rozwoj
technologii komputerowej. Minimalne napigcie zasilania (Vdd) jest zwigzane z nachyleniem charakterystyki
przejéciowej przyrzadu, ktora moze by¢ opisana przez wspdlczynnik SS (ang. subthreshold swing). SS, to
kluczowy czynnik wplywajacy na mozliwos$¢ skalowania zasilania tranzystoréw. Konwencjonalny MOSFET
posiada fundamentalne ograniczenie SS=60 mV/dekad¢ w temp. pokojowej z racji ponad barierowego
transportu no$nikow.

Redukcja napigcia zasilania 10x skutkuje w 100x oszczedno$ci w poborze mocy przez przyrzad, co z
kolei oznacza ogromna oszczednosci mocy w przypadku uktadu scalonego (100x ,,”liczba tranzystoréw w
US”). W celu kontynuowania postepu technologii komputerowej, potrzebna jest nowa klasa przyrzadow.
Jednym z najbardziej obiecujacych kandydatow jest tunelowy tranzystor polowy (ang. Tunnel Field Effect
Transistor - TFET). Wykorzystuje on zjawisko kwantowo mechaniczne zwane tunelowaniem
mi¢dzypasmowym jako mechanizm transportu no$nikow. Z tego wzgledu mozliwe jest uzyskanie
wspotczynnika SS < 60 mV/dekade.

Istnieje potrzeba rozwijania fizycznych modeli przyrzadow TFET oraz narzedzi do ich symulowania
w roznych konfiguracja w celu badania transportu no$nikow w tych strukturach. Gtownym celem projektu
jest teoretyczne zbadania tunelowania pomigdzy obszarami niskowymiarowymi w przyrzadzie TFET w
roznych strukturach. W tym celu zostanie opracowany zaawansowany symulator numeryczny.



